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Preparacion y caracterizacion de dispositivos

Foténicay Semiconductores (FOSE)

La fotdnica es la ciencia de la generacién, control y deteccion de fotones, en particular en
el espectro visible e infrarrojo cercano, pero que también se extiende a otras porciones del
espectro que incluyen al ultravioleta, infrarrojo de onda larga e infrarrojo lejano. Surge como
resultado de los primeros semiconductores emisores de luz inventados a principios
de 1960.

De esta area de conocimiento se encarga el grupo
Fotdnica y Semiconductores (FOSE), centrando
su actividad investigadora en la preparacion y
caracterizacion de dispositivos y materiales y el
desarrollo de aplicaciones principalmente en
Fotonica. El grupo esta dirigido por el Dr. Alfredo
Segura Garcia del Rio, adscrito al Instituto
Universitario de Ciencias de los Materiales
(ICMUV) de la Universitat de Valéncia.

Lineas de Investigacion:

— Fibras Opticas: Fabricacion de fibras de cristal foténico y componentes especiales de
fibra optica.
Materiales 'y Dispositivos Optoelectrénicos:  Sintesis quimico-fisica de
nanomateriales, procesado de estos materiales en forma de capas delgadas, asi como
en el estudio de sus propiedades estructurales, electronicas y Opticas.
Semiconductores y condiciones extremas: Sintesis e investigacion de la estructura
cristalina y electronica de semiconductores y materiales de interés geofisico mediante
técnicas espectroscopicas en condiciones extremas de presion y temperatura, en
laboratorio 0 en grandes instalaciones de radiacion sincrotron.

Campos de Aplicacién:

— Procesado de materiales y sensores mediante el desarrollo de laseres.
Disefio de laseres, fuentes de luz y foténica de microondas mediante la fabricacion
de fibras de cristal foténico y componentes especiales de fibra optica.
Aplicacion en Telecomunicaciones para el disefio, fabricacion y caracterizacion de
dispositivos foténicos/plasmonicos.
Sintesis y procesado de nuevos materiales mediante técnicas de alta presion y
temperatura (materiales ultraduros. ferroeléctricos, etc)
Caracterizacion de materiales mediante técnicas de radiacion sincrotrén (difraccion,
absorcion y fluorescencia de rayos X

Servicios a empresas y otras entidades:
Asesoramiento técnico y consultoria sobre:
Disenfio, fabricacion y caracterizacion de fibras Opticas y componentes especiales.
Componentes y laseres de fibra optica.
Sintesis/fabricacion de nanoparticulas metalicas, dieléctricas y semiconductoras para
diferentes campos de aplicacion (sensores opticos, marcadores fluorescentes, etc.)
Asesoramiento a empresas para el acceso a técnicas avanzadas de caracterizacion y
procesado mediante radiacién sincrotron

Formacion: Cursos formativos sobre sensores de fibra Optica, sobre fundamentos y
aplicaciones de la ciencia y tecnologia de altas presiones y sobre fundamentos y usos
de la rediacion sincrotron.

Recursos singulares:

- Torre de fabricacién de fibra éptica: Horno de alta temperatura y sistema de
estiramiento para la fabricacion de fibras de cristal foténico de sélice, con distintas
microestructuras, a partir de tubos y cilindros de silice comerciales.

Sistema de grabacion de redes de difraccién en fibras: Grabacion de redes de
difraccion de periodo corto y de periodo largo en fibras opticas fotosensibles mediante
irradiacion con luz UV proveniente de un laser de onda continua de 100 mW, 244 nm.
Estrechamiento de fibras Opticas por fusiéon y estiramiento: Equipo para el
postprocesado de fibra éptica mediante la fusion y estiramiento de secciones cortas de
fibra dptica. Preparacion de secciones centimétricas con precision micrométrica.
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Informacién adicional

Laboratorio de Espectroscopia Optica para Nanociencias: Diferentes fuentes laser, sistemas de dispersion de luz,
detectores monocanal y multicanal de muy baja sefial, sistema de deteccién ultrarrapida y un microscopio confocal.
Laboratorios de fabricaciéon de nanomateriales y nanodispositivos: Maquinas, sistemas y equipamiento relativo a sintesis
de nanomateriales y fabricacién de dispositivos.

Laboratorio de Foténica, Plasménica, Sensores y Dispositivos: Técnicas simples para la caracterizacion optica de
estructuras foténicas/plasmonicas y dispositivos optoelectrénicos a temperatura ambiente.

Laboratorio de Altas Presiones: Prensas y celdas de alta presion para sintesis y caracterizacion de materiales ambiente.

OTRA INFORMACION DE INTERES

El equipo de trabajo de la linea de investigacion “Semiconductores y condiciones extremas” se ha especializado en el uso de
una gran variedad de dispositivos para la generacién de altas presiones y temperaturas que son usadas in-situ en equipamientos
espectroscopicos de laboratorio o grandes instalaciones de radiacion sincrotron. El equipo de trabajo del laboratorio de “Fibras
opticas” mantiene colaboraciones estables con numerosos grupos de investigacion de Iberoamérica y Europa, asi como una
intensa actividad de colaboracién con empresas.

El investigador principal del grupo, Alfredo Segura Garcia del Rio, cuenta con mdltiples publicaciones, tales como:

Synthesis of a Novel Zeolite through a Pressure-Induced Reconstructive Phase Transition Process, J. L. Jorda et al.
Angewandte Chemie Int. Ed. 52, 10458-10462 (2013).

Structural Metastability and Quantum Confinement in Zn1-xCoxO Nanoparticles. Gloria Almonacid et al.  Nano
Letters 16, 5204-5212 (2016).

Nanotexturing To Enhance Photoluminescent Response of Atomically Thin Indium Selenide with Highly Tunable
Band Gap, M. Brotons-Gisbert et al., Nano Letters 16, 3221-3229 (2016).

Photonic crystal fibers

PCFs with special PCFs Ge-doped Y- PCFs doped with Ge,
polarization shaped fiber Erand Yb
properties

El grupo FOSE ha sido reconocido por la Generalitat Valenciana en el marco del Programa de Investigacion de Excelencia
PROMETEO.
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